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(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UNE ELECTRODE POREUSE, ET BATTERIE CONTENANT UNE TELLE
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(57) Abstract: A method for manufacturing an electrochemical device selected from the group formed by: lithium-ion batteries having
a capacity higher than 1 mAh, capacitors, supercapacitors, resistors, inductors, transistors, photovoltaic cells, and fuel cells, using a
method for manufacturing a porous electrode comprising a porous layer deposited on a substrate, said layer having a porosity of between
20% and 60% by volume and pores with an average diameter smaller than 50 nm, said method for manufacturing said porous electrode
being characterized in that it comprises: (a) providing a substrate and a colloidal suspension comprising aggregates or agglomerates of
monodisperse primary nanoparticles of an electrode active material, having an average primary diameter Dy, of between 2 and 60 nm,
said aggregates or agglomerates having an average diameter Dy, of between 50 nm and 300 nm, (b) depositing, on said substrate, a layer
originating from said colloidal suspension, using a technique selected from the group formed by : electrophoresis, printing processes, and
a coating technique; (c) drying said layer and consolidating it, by pressing and/or heating, to obtain a mesoporous layer, (d) depositing,
onand inside the pores of said layer, a coating of an electron-conducting material, or using a porous electrode capable of being obtained
using said method for manufacturing a porous electrode.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'un dispositif électrochimique sélectionné dans le groupe formé par: les batteries a ions de lithium
d'une capacité supéricure a 1 mAh, les condensateurs, les super-condensateurs, les résistances, les inductances, les transistors, les cellules
photovoltaiques, les piles a combustible, mettant en ceuvre un procédé de fabrication d'une électrode poreuse comprenant une couche
poreuse déposée sur un substrat, ladite couche présentant une porosité comprise entre 20 % et 60 % en volume et des pores de diamétre
moyen inférieur a 50 nm, ledit procédé de fabrication de ladite électrode poreuse étant caractérisé en ce que : (a) on approvisionne
un substrat et une suspension colloidale comprenant des agrégats ou des agglomérats de nanoparticules primaires monodisperses d'un
matériau actif d'électrode, de diametre primaire moyen D5, compris entre 2 et 60 nm, lesdits agrégats ou agglomérats présentant un
diamétre moyen Dsp compris entre 50 nm et 300 nm, (b) on dépose sur ledit substrat une couche a partir de ladite suspension colloidale,
par une technique sélectionnée dans le groupe formé par : I'électrophorese, les procédés d'impression, une technique d'enduction; (c)
on seche ladite couche et on la consolide, par pressage et/ou chauffage, pour obtenir une couche mésoporeuse, (d) on dépose, sur et a
l'intérieur des pores de ladite couche, un revétement d'un matériau conducteur €lectronique, ou mettant en ceuvre une électrode poreuse
susceptible d'étre obtenue par ledit procédé de fabrication d'une électrode poreuse.

[Suite sur la page suivante]



WO 202172207176 A | [0V 0A0E 00000 0 O 0T

européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FLFR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SL SK, SM, TR), OAPI
(BF, BI, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))



